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DBRレーザ発振特性 作製したリッジ導波路型DBRレーザ 

閾値電流 

27mA 

ナノインプリントによるDBR転写 半導体基板へ転写のための残渣除去 半導体基板へのDBRパターン形成 

InGaAs量子井戸リッジ導波路型DBRレーザ用 
グレーティングのナノインプリント作製に関する研究 


